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[はじめに] 

CoFeB/MgO接合における界面磁気異方性は電界効果を用いて変化させることが可能であり[1]、磁化

反転やスピン波生成等を利用してスピントロニクス素子への応用が期待されている。本研究では、

CoFeB/MgO界面磁気異方性の電界効果を評価するために強磁性共鳴を利用し、CoFeBの強磁性共鳴を

バッファー層であるTaの逆スピンホール効果により検出した。 

[実験] 

熱酸化膜付シリコン基板上に、Ta(5 nm)/Ru(10 nm)/Ta(5 nm)/CoFeB(1.9 nm)/MgO(2 nm)/Al2O3(10 nm)

多層膜をスパッタ法により作製した。その後、図1に示すような高周波磁界発生用Au電極、長さ200 m

と幅20 mの多層膜細線、そしてCoFeB/MgO界面に電界を印加するための上部電極を微細加工により作

製した。細線に対して短軸方向に静磁界を印加し、CoFeB膜面に対して垂直方向に高周波磁界を印加す

ることで強磁性共鳴を励起した。強磁性共鳴はスピンポンピングを通じてスピン流を生成でき、スピ

ン軌道相互作用の強いTa層へと流れ込むことでその逆スピンホール効果により電流へ変換される。図2

に静磁界を変化させて検出した直流電圧信号の印加周波数依存性を示す。各周波数の共鳴磁界に対し

て対称的なスペクトルが検出されており、かつスピン流のスピンの向き(CoFeBの磁化方向)に対して電

圧が反転していることから、検出した電気信号は逆スピンホール効果と言える。キッテルの式を用い

て界面異方性磁界を見積もったところ膜面に対して垂直方向に1.3 T程度であった。発表では界面への

電圧印加時のスペクトルや異方性磁界の変化も加えて議論する。 

[1]M. Endo et al., Appl. Phys. Lett. 96, 212503 (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実験試料の構造。 
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図 2 逆スピンホール効果により

検出した強磁性共鳴。 
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